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Derajat ionisasi plasma (tidak berdimensi)
Kerapatan partikel bermuatan (/m”)
Kerapatan partikel netral (/m’)

Kerapatan ion (/m”)

Kerapatan elektron _(/m“)

Panjang Debye (m)

Konstanta permitivitas (8,85 x 102 F/m)
Konstanta Boltzman (8,63 x 10” ev/K ; 1,38 x 10" I/molekul.K)
Temperatur (K)

Muatan elementer (C)

Energi 1onisasi (J)

Massa Elektron (9,1 x 107! kg)
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Jumlah pengukuran

Deviasi standar rata-rata

Suhu transisi gelas (K)
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Amorf

Atom sisipan

Cacat koordinat

Energi rotasional

Energi vibrasional

Energi elekirenik

Daerah geiap katoda

Daerah pijarar negatif ;

Daerah geiap Faraday :

DAFTAR ISTILALL

Zat padat bukan kristalin dengan struktur atom yang
tersusun dalam pola tiga dimensi tidak teratur atau
acak dan bersifat keteraturan jangkauan pendek

Atom yang menyisip pada kisi antar atom kristal yang
berasal dari atom asing atau atom kristal itu sendiri.

Sifat cacat pada knstal dan amorf berupa ikatan
kosong suatu atom dengan atom tetangganya.

Tingkat energi molekuler yang terpisah oleh selang
energi yang sangat kecil yaitu orde 107 eV,

Tingkat energi molekuler yang ditimbulkan oleh
vibrasi atom-atom dan terpisah oleh selang energi
yang lebih besar dari energi rotasional yaitu 0,1 eV,

Tingkat energi molekuler vang terpisah oieh selang
energi yang lebih besar dari energi vibrasional yaitu
beberapaeV.

Daerah dalam tabung pilasma lucutan pijar dua
elektroda dengan gejala fisis energi eiektron-elekiron
melebihi nilai maksimum fungsi eksitasi schingga
pijaran cahaya menjadi lemah.

Daerah dalam tabung plasma lucutan pijar dua
elektroda dengan gejala fisis kuat medan listrik yang
menurun karena meningkatnya kerapatan elektron dan
energi elektron berkurang. '

Daerah dalam tabung plasma lucutan pijar dua
elektroda dengan gejaia fisis energl eiektron melemah
sehingga energinya tidak cukup untuk mengeksitasi
molekul-molekul gas. Terjadi proses rekombinasi ion-
elektron dan intensitas cahaya melemah.
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Daerah kolom posiuif

Daerah lapisan katoda :

Daerah lucuian anods

Berajat ionisasi

Daerah terfokalisasi

Eenomena kolektif

(Getaran regang

Getaran lentur

Haataran elekiron

Daeran dalam tabung plasma lucutan pijar dua
eiektroda dengan gejaia fisis kuat medan iistrik
homogen dan cenderung konstan. Pada daerah ini
kerapatan elektron dan ion hampir sama.

Dacraii dalam tabung plasma lucutan pijar dua
elektroda dengan gejala fisis elektron-elektron
memperoleh energi yang sebanding dengan fungsi
eksitasi maksimum molekul-molekul gas.

Daerah dalam tabung plasma lucutan pijar dua
clektroda dengan gejala fisis elektron yang dipercepat
oleh medan dalam perjalanannya menuju anoda
mampu mengeksitasi molekul-molekul gas sehingga
disekitar anoda terdapat pijaran cahaya.

Perbandingan  antara kowmseniiasi  ion  dengain

konsentrasi atom atau molekul awal.

Daerah cacat pada celah pita energi semikonduktor
amorf dan merupakan pusat rekombinasi.

Suatu kondisi yang kompleks daiam plasma dengan
proses-proses atomis seperti lonisasi, ecksitasi dan
rckombinasi terjadi dalam waktu yang hampir
bersamaan.

Jenis getaran molekul yang menyebabkan terjadi
perubahan jarak antara dua ataom dalam suatu
molekul secara terus-menerus.

Jenis getaran molekul yang menyebabkan perubahan
sudut antara dua ikatan kimia secara terus menerus.

Hantaran muatan listrik sebagai hasil gerak elektron,
bukan dari ion-ion dalam gas atau larutan atau lubang
dalam zat padat.
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Interaksi binaire
Keteraturan jangkau
panjang
Keteraturan jangkau

Pendek

L0

Hek
1
Cie

fisien efektivitas
tr

fal
ekiron sekunder

Koefisien primer
ionisasi

Kekosongan atom

Kerapatan plasma

Lucutan pijar

Lucutan Towsend

Interaksi antar ion atau antar elektron.

Sifat struktur atom kristal yang tersusun secara terasur
dan periodik dari atom tetangga terdekat sampai pada
jarak yang terjauh.

Sifat struktur atom amorf yang hanya mempunyai
Keteraturan struktur pada atom tetamngga terdekat.

Perbandingan antara jumlah elektron sekunder densan
jumlah ion hasil ionisasi dari elektron primer.

Probabilitas ionisasi gas yang sebanding dengan
jumlah tumbukan persatuan panjang.

Atom dalam kisi kristal yang hilang atau tidak
berikatan dengan atom tetangganya.

Jumlah partikel-partikel bermuatan dan netral dalam
plasma persatuan volume yang mempunyai
perbandingan kerapatan sccara keseluruhan hampir
sama.

Lucutan listrik yang melewati gas bertekanan rendah
mengakibatkan gas bercahaya. Kilauan cahaya yang
dihasilkan oleh deeksitasi atom dan molekul
tereksitasi.

Lucutan gas dalam tabung reaktor plasma dua
elekiroda dengan arus mula-mula yang terdeteksi
kecil karena jumlah partikel yang terionisasi masih
sedikit.
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Lucutan pijar norma!l

Lucutzn ahnormal

Lucutan arc

Metoda pendinginan
cenat

Plasma

Paniang Debye

Fancaran foton

_ Pita energi

Pompa difus:

Lucuian gas dalam tubung reaktor plasma dua
elekiroda setelah daerah lucutan transisi dengan arus
yang naik dengan sendmnya secara  tiba-tiba,
scdangkan tsgangan tetap. Besarnya tegangan lebih
kecil dari daerah dadal,

Lucutan. gas dalam tabung reaktor plasma dua
elektroda dengan ciri-ciri tegangan naik secara tiba-
tiba setelah daerah lucutan normal dan disertai arus
vang kecil. Daerah ini dimanfaatkan untuk
pendeposisian lapisan tipis.

Lucutan gas dalam tabung reaktor plasma dua
elektroda pada daerah dengan arus yang meningkat
dan tegangan menurun secara drastis setelah daerah
tucutan abnormal.

metoda pembuatan amorf dengan cara mendinginkan
zat cair secara cepaf sehingga penyusutan termal
sampai pada titik gelas.

(Gas yang sangat terionisasi dengan jumlah elektron
bebas kira-kira sama dengan jumlah ion nositif]

Orde besar dari ketebalan pembatas antara plasma
dengan suatn media yang sifatnya berbeda
{permukaan konduktor atau isolator).

Catu cahaya yang dipancarkan oleh atom yang tingkat
tenaganya berpindah dari tingkat tinggi ke rendah.

Kisaran energi yang mungkin dimiliki elektron dalam
zat padat.

Jenis pompa vakum dengan sistem kerja berdasarkan
pada pengembunan uap mmyak dan mempunyai
tingkat kevakuman sampai 107 Torr



Pompa rotari

Suhu transisi gelas

Tabung lucutan gas

Tegangan dadal

Tingkat energi

Vakum

Jenis pompa vakum dengan sistem kerja berdasarkan
pada pemampatan udara dalam suatu ruang yang
terdirt dari rotor dan motor pompa.

Subu transist terjadinya perubahan wujud dari
keadaan cair menjadi wujud zat padat bukan kristal
atau amorf.

Tabung elektron yang karakterisasinya ditentukan
oleh molekul gas yang terdapat di dalamnya. Medan
elektrik yang tinggi antara kedua elektroda akan
mengionkan molekul atau atom gas dan ion gas ini
ditarik ke arah elektroda dengan potensial yang
berlawanan dengan muatan ion. Benturan dengan ion
lain akan menimbulkan eksitasi serta pengionan lebih
lanjut sehingga timbul cahaya bila atom mengalani
deeksitast.

Suatu keadaan dalam tabung reaktor plasma dua
elektroda yaitu terjadi kenaikan arus secara tiba-tiba
sedangkan tegangan konstan. Pada tegangan tersebut
gas berubah dari isolator menjadi konduktor.

Energi tetap tertentu yang dapat dimiliki suatu sistem
dijeiaskan oleh mekanika kuantum, seperti yang dapat
dimaliki oleh molekul, atom atau inti.

Ruang yang di dalamnya terdapat gas bertekanan
rendah atau dengan kata lain jumlah atom atau
molekul dalam jumlah sedikit.
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